SM 200 ¢
Si-MOS-Transistor, bestehend aus jeweils zwei in
Kaskade geschalteten MOS-Trioden (n-Kanal-Anrei-
cherungstyp) mit integrierten Schutzdioden, vorwie-
gend fir den Einsatz in HF-Verstdrkerschaltungen im

VHF-Bereich.
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Plastegehduse
Grenzwerte min max
Ups - 0,3 20 Vv
Uais, Ucas - 0,3 15 V
ip 30 mA
g@_%gt 300 qu)
Do 0 70 °C
Fsrg 55 125  °C

1) bei 25°C




Statische Kennwerte (9, = 25 °C)

Ups
Ugas
IG1ss

IG2ss
Ipss
U

stor

Uro

MeBbe-
dingungen

Ugis =15V, Upg =0V,

Ugzs = 0V

UG?S = 15 V. UG!S =0 V.
UDS —_— 0 V

Ups =20V,

Upgi =Ugas =0V

UDS - 10V = Ust'

Ups =Ugas: Ygts =10V
Ib = 0,01 mA

Dynamische Kennwerte (3, = 25 °C)

S

AG,

) Maximalwert

UDS = 10V, Uezs = 10V
ID = 15 mA

f < 1kHz

UDS = 10 V. UG?S=10V
|D = 15 mA

f =2 .- 108 Hz

Ups =10V

Ust =0V.,..10V

Ip =0...15mA)

f =2 - 108 Hz

f =2+ 10° Hz

|D = 15 mA

f = 106 Hz

UDS = 10 V. f = 106 HZ

Ugis =VUges =0V

Uges =Ups =10V
|D = 15 mA, f = 10% Hz

bei Ugas max €instelien

min typ
0,25
0,25 0.1
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20
35
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35

max
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13

10

2,5
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